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バイポーラトランジスタのモデリング
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直流分と信号分を分けた解析
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バイポーラトランジスタの小信号モデル
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その他のバイポーラトランジスタの小信号モデル
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求めよ．

号モデルを大信号モデルから小信
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バイポーラトランジスタの高周波小信号モデル

寄生容量を考慮
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Tfタのバイポーラトランジス
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